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1.1  ท่ีมาและความสําคัญ 

 ปจจุบันสารท่ีมีแบเรียมไทเทเนตเปนองคประกอบหลักไดรับความนยิมเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจาก
สารเหลานี้เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม อีกท้ังวงการอุตสาหกรรมในปจจบัุนมีการคํานึงถึงผลกระทบตอ
สภาวะแวดลอมของสารพวกที่มีตะกัว่เปนองคประกอบเพราะสารตะกัว่มักจะเกิดการระเหยไดงาย
และมีความเปนพิษนอกจากนี้แลวสารแบเรียมไทเทเนตยังเปนสารเฟรโรอิเล็กทริก (Ferroelectric) 
ท่ีมีโครงสรางแบบ ABO3 เพอรรอฟสไกต (Perovskite structure) [2] ซ่ึงแสดงสมบัติตางๆ ท่ีดี มี
คาสภาพยอมสัมพัทธสูง และมีการสูญเสียไดอิเล็กทริกท่ีต่ํา [12,18] จึงเหมาะสําหรับการนําไป
ประยุกตใชงานไดหลากหลาย เชน ตัวเกบ็ประจุหรือตัวเก็บประจุแบบหลายช้ัน(MLCCs) อุปกรณ
ตรวจจับความดัน (Pressure sensors) อุปกรณหนวยความจําแบบช่ัวคราว (DRAM) และเสาอากาศ 
(Antennas) เปนตน [16] แตอยางไรก็ตาม สารแบเรียมไทเทเนตเพียงอยางเดยีวนั้นยังมีสมบัติท่ีไม
เพียงพอตอการประยุกตใชงาน และท่ีอุณหภูมิคูรี คือ 120 หรือ 130 องศาเซลเซียสโครงสรางผลึก
ของแบเรียมไทเทเนตจะเปล่ียนจากโครงสรางแบบเตตระโกนอลเปนคิวบิค จึงทําใหคาสภาพยอม-
สัมพัทธมีคาสูงและแคบ ทําใหสามารถใชงานไดในชวงอุณหภูมิแคบๆเทานั้น ดังนัน้จึงไดมีการเติม
ไอออนบางตัวลงไปแทนท่ีในตําแหนง A หรือ B ในโครงสรางเพอรรอฟสไกตเพื่อปรับปรุง
พฤติกรรมทางไฟฟาของวัสดุใหดีข้ึน เชน เติม สทรอนเทียม (Sr) แทนท่ีแบเรียม (Ba) ในตําแหนง 
A  หรือการเติมฮาฟเนยีม (Hf) หรือทิน (Sn) แทนท่ีไทเทเนยีม (Ti) ในตําแหนง B พบวา การ
แทนท่ีในตําแหนง B นั้น พบวาสามารถลดอุณหภูมิคูรีใหต่ําลงพรอมท้ังสามารถใชงานไดในชวง
อุณหภูมิท่ีกวางข้ึน อีกทั้งสามารถเพิ่มคาสภาพยอมสัมพทัธใหสูงข้ึนไดอีกดวย [12] จึงมีการนําเอา
สารแบเรียมเซอรโคเนตไทเทเนต (Ba(ZrxTi1-x)O3) มาประดิษฐเปนสารเซรามิกสําหรับตัวเก็บ
ประจุ เนื่องจากการเติม Zr4+ แทนท่ี Ti4+ ในตําแหนง B และ Zr4+ มีความเสถียรมากกวา Ti4+ ทําให
สามารถลดอุณหภูมิคูรีใหต่าํลงและยังทําใหคาสภาพยอมสัมพัทธมีคาสูงข้ึนอีกดวยและยังชวยเพิม่
ขอบเขตการใชงานในชวงอุณหภูมิท่ีกวางข้ึนอีกดวย [13,14] สําหรับการประยุกตใชงานของพวก
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ นอกจากจะตองมีสมบัติทางไฟฟาท่ีสูงแลว เชน คาสภาพยอมสัมพัทธ
ยังตองมีสมบัติทางกลที่ดีดวย ดังนั้นการปรับปรุงสมบัติทางกลและไฟฟาของสารเซรามิกแบเรียม-
เซอรโคเนตไทเทเนตจึงเปนส่ิงสําคัญในการประยุกตใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเหลานี้  
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 อยางไรก็ตามในปจจุบันไดมีการศึกษาวิจยัและพัฒนาสารในกลุมเพยีโซอิเล็กทริกใหอยูในรูป
ของวัสดุผสมเซรามิก (Ceramic composites) หรือแมแตในกลุมของวัสดุผสมนาโนเซรามิก หรือ
นาโนคอมโพสิตเซรามิก (Nano ceramic composites) เพื่อเปนการปรับปรุงสมบัติทางกลใหดีข้ึน 
และสามารถใชงานไดกวางขวางมากยิ่งข้ึนและมีอายุการใชงานท่ีนานขึ้นเชน การใชงานใตสภาวะ
ภายใตความเคน(Stress)หรือสนามไฟฟาท่ีสูงๆจึงมีการนําเอาเซรามิกแบเรียมไทเทเนตมาพัฒนา
สมบัติทางกลใหดยีิ่งข้ึนดวยการทําเปนวัสดุผสมโดยการผสมอนุภาคขนาดนาโนเมตร เชน ซิลิคอน
คารไบด (SiC) อะลูมินา (Al2O3) เงิน (Ag) [14-15,51] เปนตน เพราะฉะน้ันการนําเอาหลักการของ
วัสดุผสมมาใชในการพัฒนาสมบัติทางกลของเซรามิกแบเรียมเซอรโคเนตไทเทเนตจงึเปนทางเลือก
หนึ่งท่ีมีความนาสนใจอีกท้ังยังมีการศึกษาเซรามิกแบเรียมเซอรโคเนตไทเทเนตนอยมาก ดังนัน้ใน
การวิจยันี้จึงไดทําการศึกษาผลของการเตรียมวัสดุผสมของแบเรียมเซอรโคเนตไทเทเนตท่ีเสริมแรง
ดวยเสนลวดนาโนซิลิคอนคารไบดข้ึนจากนั้นทําการตรวจสอบองคประกอบทางเคมีโครงสราง-
จุลภาค สมบัติทางกายภาพ เชิงกล และไฟฟาของวัสดุผสมท่ีเตรียมได ซ่ึงเปนการสงเสริมความรู
พื้นฐานท่ีมีอยูและกอใหเกิดองคความรูใหมๆ ของสารท่ีมีแบเรียมไทเทเนตเปนองคประกอบหลัก 
เพื่อเปนพืน้ฐานและแนวทางในการศึกษาวจิัยและพัฒนา นอกจากนีย้งัเปนประโยชนตอการพัฒนา
เพื่อการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในวงการอุตสาหกรรมตอไปในอนาคต 
 
1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลของการเติมเสนลวดนาโนซิลิคอนคารไบดท่ีมีตอสมบัติทางกายภาพและ
สมบัติทางไฟฟาของสารเซรามิกแบเรียมเซอรโคเนตไทเทเนต 

2. เพื่อศึกษาโครงสรางจุลภาคของสารเซรามิกแบเรียมเซอรโคเนตไทเทเนตท่ีเติมเสน-
ลวดนาโนซิลิคอนคารไบด 

 
 
 
 


